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Diamantes sintéticos tém atraido muita atencdo atualmente devido as suas
caracteristicas eletrOnicas e Opticas nao usuais. Amostras de diamante sintético foram
analisadas com a finalidade de obter informacdes bdsicas sobre a influéncia de
armadilhas (deep traps) em suas propriedades de transporte visando a producdo de
dispositivos como transistores e como atuadores em conversores fotovoltaicos. As
amostras foram crescidas pela técnica CVD (Chemical Vapour Deposition) no
Laboratério de Diamante CVD e Materais relacionados da Universidade S@o Francisco
em Itatiba, sobre substratos de silicio. Tipicamente, a espessura das camadas foi
mantida em 10 microns e posteriormente foram caracterizadas usando Espectroscopia
Raman, apresentando uma linha estreita em 1332 cm'l, correspondendo ao diamante
cristalino (sp3). Foram usadas amostras com dopagem de Boro, fornecendo estruturas
com buracos como os portadores majoritirios. Empregou-se a espectroscopia de
admitincia e experimentos de resistividade em fun¢do da temperatura que forneceram
informagdes sobre a distribui¢do, concentracio de portadores, presenca de armadilhas e
mecanismos de transporte. Foram encontradas evidéncias de estados localizados bem
determinados em 34-74 meV e 340-360 meV do topo da banda de valéncia, indicando
que o procedimento de dopagem induziu alguns defeitos e estes, por sua vez,
provocaram localizacdo de portadores. A presenca de duas energias de ativagdo mostra
a coexisténcia de dois mecanismos de condugdo para o transporte de portadores como
investigado pelos experimentos de resistividade em fungcdo da temperatura.
Adicionalmente, os experimentos de resistividade mostraram a presenga do Hopping de
alcance variavel como mecanismo de transporte predominante.
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